
GX1833E 

±0.2℃精度，内置 2kb EEPROM 的单总线温度传感器 

Copyright © 2025 Beijing Galaxy-CAS Technology Co., Ltd. 

Datasheet_V1.0 

Apr. 2025 

1 

 

1  基本性能 

• 测量范围：−55℃ ~ +150℃ 

• 最大误差：± 0.2℃ (-20℃ ~ + 85℃) 

• 高分辨率：0.0078125℃@16bits 

• 电源电压：2.5V ~ 5.5V 

• 转换时间：35ms 

• 低功耗：平均电流2μA@1Hz，关断电流0.5μA 

• 存储容量：2k-bit EEPROM 

• 通信协议：1-Wire 

• 每颗芯片具有独一无二的64位RID 

• 用于快速搜索的用户自定义24位UID 

• 封装信息： 

产品型号 封装形式 封装尺寸(mm2) 

GX1833E TO-92 4.60 × 4.60 

GX1833ES TO-92S 4.00 × 3.00 

 

2  应用场景  

• 工业自动化和控制 

• 家用电器 

• 医疗配件 

• 呼吸机 

• 电池组 

• 冷链应用 

• 温度变送器 

• 电动汽车充电基础设备 

 

3  芯片概述 

GX1833E是一款高精度、兼容1-Wire通信的数字

输出温度传感器，无需任何外部感温单元即可获得16位

温度输出，并且在-20℃至+85℃范围内具有小于±0.2℃

的最大测温误差。每颗芯片在出厂时均已完成精密校准，

用户无需对温度输出进行任何额外补偿处理。 

GX1833E内置2048位EEPROM，允许主机以64位

为单位存储应用数据，以256位为单位设置擦写保护，

从而避免数据的意外覆盖。每颗芯片都具有独一无二的

工厂编程64位RID，可用于通信寻址和产品溯源。 

 

GX1833E的内部结构示意框图 
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4  版本更新信息 

V1.0（Apr. 2025） 

• 原始版本。 
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5  引脚配置和功能 

   

 

 

 

 

 

引脚功能 

 

 

6  技术指标 

6.1  极限工作指标 

除非另有说明，上述表格中均指在大气温度范围内的指标。超出上述表格所给范围可能会导致芯片永久损坏。 

 

6.2  静电保护 

  

引脚 
描述 

名称 序号 

GND 1 地引脚。 

DQ 2 串行通信引脚。开漏输出，需要上拉电阻。 

VDD 3 电源引脚。电压范围为 2.5V~5.5V。 

 最小 最大 单位 

引脚电压 -0.3 6 V 

工作结温 -50 150 ℃ 

存放温度 -55 150 ℃ 

 数据 单位 

静电放电 
Human-body mode (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2017 ±4000 V 

Charged-device model (CDM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2022 ±1000 V 

闩锁效应 Latch-up (LU), per JESD 78F (2022) ±200 mA 

1

TO-92 Front View

2 3

GXCAS

1833E

YYWWXXX

1

TO-92S Front View

2 3

GXCAS

1833ES

YYWWXXX
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6.3  建议使用范围 

除非另有说明，上述表格中均指在大气温度范围内的指标。 

 

6.4  电学特性 

若非特殊说明，以下数据均为芯片在 -40℃ ~ +125℃、电源电压处于 2.5V ~ 5.5V 区间内的特性。 

电气参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

电源电压  2.5 3.3 5.5 V 

测温误差 
-20℃ ~ +85℃  ± 0.1 ± 0.2 ℃ 

-40℃ ~ +125℃  ± 0.3 ± 0.5 ℃ 

分辨率 
含符号位  16  Bits 

LSB  0.0078125  ℃ 

重复性 
AVG=00b  ± 1 ± 4 LSB 

AVG=10b  ± 1 ± 3 LSB 

电源敏感度    ± 0.01 ℃ / V 

长期漂移 125℃ 1000小时  TBD  ℃ 

响应时间   TBD  ms 

转换时间 AVG=00b  35 40 ms 

静态电流 
温度转换期间 30 45 80 μA 

待机期间  0.5 3 μA 

端口输入高电平  0.7*VDD  VDD V 

端口输入低电平  -0.3  0.3*VDD V 

端口输出低电平 IOL = 3mA   0.4 V 

 

6.5  存储特性 

若非特殊说明，以下数据均为芯片在 -40℃ ~ +125℃、电源电压处于 2.5V ~ 5.5V 区间内的特性。 

电气参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

擦除时间 对于8字节数据块  125 150 ms 

编程时间 对于8字节数据块  125 150 ms 

读取时间 对于8字节数据块  4 5 ms 

擦除或编程电流    2.5 mA 

耐久度  1000   cycles 

数据保留时间 150℃ 10   years 

 最小 典型 最大 单位 

电源电压  VDD 2.5 3.3 5.5 V 

工作温度范围  TA -40  125 ℃ 
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7  详细说明 

7.1  温度输出 

每次温度转换的 16 位数字输出保存在只读的温度寄存器中，其中 1 LSB=0.0078125℃，负数以二进制补码

形式表示。温度寄存器的上电初始值为 0x0000。每次转换结束后，GX1833E 会自动更新温度寄存器。 

温度数据格式如下表 1 所示，具体示例如表 2 所示。 

表 1. 温度数据格式 

位 7 高字节 MSB 位 0 位 7 低字节 LSB 位 0 

sign 128 64 32 16 8 4 2 1 2 
-1

 2 
-2

 2 
-3

 2 
-4

 2 
-5

 2 
-6

 2 
-7

 

注：数值单位为摄氏温度（℃）。 

表 2. 温度数据示例 

温度（℃） 数字输出（二进制） 数字输出（十六进制） 

150  0100 1011 0000 0000  0x4B00 

125  0011 1110 1000 0000  0x3E80 

25  0000 1100 1000 0000  0x0C80 

1  0000 0000 1000 0000  0x0080 

0.125  0000 0000 0001 0000  0x0010 

0.0078125  0000 0000 0000 0001  0x0001 

0  0000 0000 0000 0000  0x0000 

- 0.0078125  1111 1111 1111 1111  0xFFFF 

- 0.125  1111 1111 1111 0000  0xFFF0 

- 1  1111 1111 1000 0000  0xFF80 

- 40  1110 1100 0000 0000  0xEC00 

- 55  1110 0100 1000 0000  0xE480 

注：该表未提供所有温度的数字输出。 

7.2  温度偏移 

温度偏移寄存器的数据格式跟温度寄存器完全一致。每次温度转换结束后，ADC 输出会先与温度偏移求和，

再作为最终温度输出，更新到温度寄存器中。温度偏移寄存器的数据来自于 EEPROM，出厂预设值为 0x0000。

每次上电或复位时，GX1833E 会自动从 EEPROM 加载到寄存器中，主机无需重新执行任何配置。 

该功能允许用户进行系统级单点标定，从而在特定应用环境或特定温度范围内获得更小的测温误差。 
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7.3  温度报警 

报警高、低门限寄存器的数据格式如表 3 所示。其中 1 LSB = 1℃，负数以二进制补码形式表示。报警高、低

门限寄存器的数据来自于 EEPROM，出厂预设值分别为 0x55（85℃）和 0x00（0℃）。每次上电或复位时，GX1833E

会自动从 EEPROM 加载到寄存器中，主机无需重新执行任何配置。 

每次温度寄存器更新时，GX1833E 会将温度输出与报警高、低门限进行比较。如果温度输出介于两者之间，

那么报警标志会清除。如果温度输出大于高门限，或者小于低门限，那么报警标志将置位。一旦报警标志置位，

GX1833E 将被允许处理报警搜索命令（0xEC 和 0xF4）。 

表 3. 报警门限数据格式 

位 7  位 0 

sign 64 32 16 8 4 2 1 

注：数值单位为摄氏温度（℃）。 

7.4  温度平均 

用户可以通过修改配置寄存器来控制开启温度平均功能，从而有效降低温度输出的抖动噪声。在此情况下，

芯片会连续启动多次温度转换，收集所有的转换结果，并取其平均值作为最终的温度输出，更新到温度寄存器中。

温度输出在四次平均下的重复性误差为 ± 3 LSB (max)，而无平均时的重复性误差为 ± 4 LSB (max)。 

具体平均次数由配置寄存器中的 AVG 位控制。平均次数每增加一倍，意味着转换命令执行时间也增加一倍。

四次平均下的转换时间为 140ms (typ)，而无平均时的转换时间为 35ms (typ)。用户应当根据自身需求，合理折中

重复性误差与转换时间、平均功耗之间的取舍。 

配置寄存器的内容说明如表 4 所示。配置寄存器的数据来自于 EEPROM，出厂预设值为 0x5F。每次上电或

复位时，GX1833E 会自动从 EEPROM 加载到寄存器中，主机无需重新执行任何配置。 

表 4. 配置寄存器内容说明 

位 参数 描述 

7 -  保留值，永远读为 0 

6 : 5 AVG  00b=无平均，01b=两次平均，10b=四次平均，11b=八次平均 

4 : 0 -  保留值，永远读为 1 

 

7.5  缓存区映射 

GX1833E 内部缓存区由 9 个字节组成，其映射关系如表 5 所示。字节 2 至 6 备份于 EEPROM 指定位置中，

并在每次上电或复位后重新加载到缓存区中。 

http://www.galaxy-cas.com/
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表 5. 缓存区映射 

缓存区字节 寄存器名称 出厂预设值 备份位置 

0 温度输出 LSB - - 

1 温度输出 MSB - - 

2 报警高门限 0x55 页 7 块 0 的字节 0 

3 报警低门限 0x00 页 7 块 0 的字节 1 

4 配置 0x5F 页 7 块 0 的字节 2 

5 温度偏移 LSB 0x00 页 7 块 0 的字节 3 

6 温度偏移 MSB 0x00 页 7 块 0 的字节 4 

7 保护状态 - - 

8 校验码 - - 

保护状态寄存器（字节 7）的内容说明如表 6 所示。每次上电或复位时，GX1833E 会自动读取保护控制数据

（页 7 块 1，地址 0xE8），并更新保护生效标志 WP。一旦标志生效，那么相应地址区间将禁止擦除和编程。 

表 6. 保护状态寄存器内容说明 

位 参数 保护地址区间 描述 

7 WP [ 7 ] 0xE0  1b=页 7 块 0 禁止擦除和编程，0b=无限制 

6 WP [ 6 ] 0xC0 ~ 0xD8  1b=页 6 禁止擦除和编程，0b=无限制 

5 WP [ 5 ] 0xA0 ~ 0xB8  1b=页 5 禁止擦除和编程，0b=无限制 

4 WP [ 4 ] 0x80 ~ 0x98  1b=页 4 禁止擦除和编程，0b=无限制 

3 WP [ 3 ] 0x60 ~ 0x78  1b=页 3 禁止擦除和编程，0b=无限制 

2 WP [ 2 ] 0x40 ~ 0x58  1b=页 2 禁止擦除和编程，0b=无限制 

1 WP [ 1 ] 0x20 ~ 0x38  1b=页 1 禁止擦除和编程，0b=无限制 

0 WP [ 0 ] 0x00 ~ 0x18  1b=页 0 禁止擦除和编程，0b=无限制 
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7.6  存储器映射 

GX1833E 内置 2kb EEPROM 存储器，共划分为 8 个数据页，每页包含 4 个数据块。访问以数据块（8 字节）

为单位。具体的存储器映射关系如表 7 所示。 

表 7. 存储器映射 

页 块 地址 说明 

7 

3 0xF8 工厂保留值 

2 0xF0 工厂保留值 

1 0xE8 保护控制 

0 0xE0 缓存区备份 

6 

3 0xD8 

用户数据页 6 
2 0xD0 

1 0xC8 

0 0xC0 

5 

3 0xB8 

用户数据页 5 
2 0xB0 

1 0xA8 

0 0xA0 

4 

3 0x98 

用户数据页 4 
2 0x90 

1 0x88 

0 0x80 

3 

3 0x78 

用户数据页 3 
2 0x70 

1 0x68 

0 0x60 

2 

3 0x58 

用户数据页 2 
2 0x50 

1 0x48 

0 0x40 

1 

3 0x38 

用户数据页 1 
2 0x30 

1 0x28 

0 0x20 

0 

3 0x18 

用户数据页 0 
2 0x10 

1 0x08 

0 0x00 

数据页 7 的内容说明如表 8 所示。块 3（地址 0xF8）和块 2（地址 0xF0）为工厂保留值，该区域禁止擦除和

编程。块 1（地址 0xE8）为保护控制，每个字节分别保护不同的地址区间（参见表 6），仅在取值为 0x55 时生效，
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其他任何值均表示未生效。块 0（地址 0xE0）为缓存区备份，其中字节 5、6 和 7 组成 24 位用户自定义 ID。 

表 8. 数据页 7 的内容说明 

地址 块 字节 说明 

0xF8 3 7 ~ 0 工厂保留值 

0xF0 2 7 ~ 0 工厂保留值 

0xE8 1 

7 页 7 块 0 的擦写保护 

6 页 6 的擦写保护 

5 页 5 的擦写保护 

4 页 4 的擦写保护 

3 页 3 的擦写保护 

2 页 2 的擦写保护 

1 页 1 的擦写保护 

0 页 0 的擦写保护 

0xE0 0 

7 UID 字节 2 

6 UID 字节 1 

5 UID 字节 0 

4 温度偏移 MSB 

3 温度偏移 LSB 

2 配置 

1 报警低门限 

0 报警高门限 

块 1 中任一保护生效，都会禁止对块 1 的擦除操作。编程操作虽然仍被允许，但对生效字节的编程将被忽略，

对未生效字节的编程则不受影响。在设置擦写保护以前，请务必读取对应地址区间的数据，并验证是否正确。否则

一旦生效，数据将永远无法修改。 

 

7.7  芯片地址 

7.7.1  标准地址（64 位 RID） 

GX1833E 支持 1-Wire 通信协议的 64 位标准地址（RID）。该地址由工厂编程，且无法被客户应用程序更改。

GXCAS 确保出厂的每颗芯片都具有独一无二的标准地址，并以此提供产品溯源。RID 数据格式如表 9 所示。 

RID 由三个字段组成。其中最低的 8 位为家族码（0x28）。接着是中间的 48 位独一无二的序列号，以及位于

最高 8 位的 CRC 校验码。校验码基于序列号和家族码计算得到。 
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表 9. 标准地址（RID）数据格式 

位 63 位 56 位 55 位 8 位 7 位 0 

8 位 CRC 48 位序列号（独一无二） 8 位家族码（0x28） 

7.7.2  自定义地址（24位 UID） 

GX1833E 支持 24 位自定义地址（UID）。该地址保存于 EEPROM 存储器中（参见表 8），由用户自行编程。

主机可通过设置擦写保护，来防止自定义地址被应用程序无意中修改。UID 数据格式如表 10 所示。 

GX1833E 不对 UID 做任何定义和限制，用户可自行决定编码方式与含义。 

表 10. 自定义地址（UID）数据格式 

位 23 位 16 位 15 位 8 位 7 位 0 

UID 字节 2 UID 字节 1 UID 字节 0 

 

7.8  位通信 

1-Wire 通信没有参考时钟，所有通信均通过固定时隙与可变脉冲宽度异步实现，以分别表示逻辑 0 和逻辑 1。

在空闲状态下，外部上拉电阻将通信线维持在高电平。无论是写操作还是读操作，所有的位通信均由主机驱动数

据线产生下降沿信号，随后根据数据线在下降沿之后保持低电平或高电平的时间对位值进行解码。尽管每次通信

仅传输一个比特位，但主机与芯片之间的数据交互是以字节为单位完成的。每个字节的传输从最低有效位开始。

若传输的字节不完整，则无法保证芯片的行为表现。 

 

7.8.1  写操作 

写操作是主机向芯片发送命令和数据的过程。如图 1 所示，主机通过将数据线拉低来启动写操作。如果主机

计划传输逻辑 1，那么应在 tW1L 时间后释放数据线。如果主机计划传输逻辑 0，那么应在 tW0L 时间后释放数据线。

数据线释放后，上拉电阻会使线路恢复为高电平状态，直至下一时隙开始。芯片会在主机拉低数据线 tSSW 时间后

对数据线进行采样。主机应当考虑上拉电阻和总线电容对上升时间的影响，以确保数据线的释放时间准确无误。 

 

7.8.2  读操作 

读操作是主机从芯片获取数据和校验码的过程。如图 1 所示，主机通过将数据线拉低来启动读操作，并且应

在 tRL时间后释放数据线。当芯片检测到下降沿时，如果芯片计划传输逻辑 1，那么会立即释放数据线。如果芯片

计划传输逻辑 0，那么会在 tRDV时间后释放数据线。主机必须在拉低数据线 tMSR时间后对数据线进行采样。 
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图 1. 位通信时序图（读写操作） 

 

7.8.3  复位操作 

复位操作是主机重置总线上所有芯片通信状态的过程。如图 2 所示，主机通过将数据线拉低 tRST 时间后释放

来启动复位操作。此时总线上的所有芯片，无论其当前状态如何，都会恢复至初始状态，并对主机发起的总线复位

作出响应。芯片将以主机释放数据线为起点，等待 tPDH 时间后拉低数据线，并在维持 tPDL 时间后释放。主机必须

在释放数据线 tMSP时间后对数据线进行采样，以确定总线上是否有芯片作出响应。 

位通信的具体时序特性如表 11 所示，任何违背该特性的操作都可能导致通信失败。除芯片响应复位操作外，

所有的读写均由主机拉低数据线来发起。 

 

 

 

 

 

 

 

图 2. 位通信时序图（复位操作） 

 

 tMSR

 tRL

 tRDV  tREC

 tMSR

 tRDV  tREC

 tRL

 tSSW

 tW1L

 tW0L  tREC

 tSSW

 tW0L  tREC

Write 0 SlotWrite 1 Slot

Read 0 SlotRead 1 Slot

master pull down master sample slave pull down slave sample resistor pull up

 tMSP

master pull down master sample slave pull down slave sample resistor pull up

 tRST tRST

 tPDH  tPDL
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表 11. 位通信时序特性 

符号 参数 最小 典型 最大 单位 

tRST 复位低电平时间 480 500 640 μs 

tPDH 响应高电平时间 15 30 60 μs 

tPDL 响应低电平时间 60 120 240 μs 

tMSP 主机采样响应时间 60 70 75 μs 

tW1L 写 1 低电平时间 1 5 15 μs 

tW0L 写 0 低电平时间 60 70 120 μs 

tSSW 从机采样写数据时间 15 30 60 μs 

tRL 读数据低电平时间 1 5 5 μs 

tRDV 读数据有效时间 15 30 60 μs 

tMSR 主机采样读数据时间 1 15 15 μs 

tREC 恢复时间 1 5 - μs 

 

 

7.9  通信流程 

1-Wire 通信分为寻址和功能两个阶段。如图 3 所示，任何通信都开始于复位操作，总线上的每个从机都必须

对此作出响应。在寻址阶段，主机选择目标芯片进行访问。在功能阶段，主机为所选芯片指定期望执行的功能。 

 

图 3. 通信流程简化示意图 

7.9.1  寻址阶段 

图 4 展示了寻址阶段的通信流程示意图。在此阶段，主机发送 8 位命令，其后可以是发送 64 位芯片地址 RID，

24 位用户自定义地址 UID，亦或是直接跳过发送地址。该阶段的某些命令用于发现芯片地址，而其余命令则用于

选择目标芯片。GX1833E 共支持 8 条寻址命令。 

Reset Command RID or UID Function

Write Data

Read Data

Read CRC

Address Phase Function Phase
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图 4. 寻址阶段的通信流程示意图 

 

7.9.1.1  跳过芯片地址（Skip RID , 0xCC） 

主机可通过发送此命令来选择总线上的所有芯片。当主机需要触发总线上所有芯片的温度转换或软复位时，

该命令尤为有用。此外，在总线上仅连接单颗芯片的情况下，主机可利用该命令提升总线数据吞吐量。但当总线上

存在多颗芯片时，主机应谨慎发送此命令。因为如果主机计划通过该命令读取芯片数据，可能导致总线冲突。 

 

7.9.1.2  读取芯片地址（Read RID , 0x33） 

主机可通过发送此命令来读取芯片的 64 位地址。需注意的是，此命令仅适用于总线上连接单颗芯片的情况，

因为在存在多颗芯片的情况下使用该命令可能导致总线冲突。 

 

7.9.1.3  匹配芯片地址（Match RID , 0x55） 

主机可通过发送此命令并附带 64 位芯片地址，来选定总线上具有该地址的芯片。因为每颗芯片的 64 位地址

均独一无二，所以只会有一颗芯片被选择，而总线上其他芯片将继续保持等待复位操作的状态。 

 

Slave Sends Bit 0 Slave Sends Bit 0

Slave Sends Bit 63 Slave Sends Bit 23

Master Sends 

Command

Reset

No No No No No No No

Yes

Yes YesYesYes Yes Yes Yes

Yes

YesYes Yes Yes

YesYes Yes Yes

Skip RID ? Read RID ? Match RID ? Search RID ?
Alarm

Search RID ?
Search UID ?

Alarm

Search UID ?

Slave Sends Bit 0

Alarm Set ?

Master Sends Bit 0Master Sends Bit 0

Slave Sends Bit 0

Alarm Set ?

Master Sends Bit 0Master Sends Bit 0

Match UID ?

Bit 0 Match ?Bit 0 Match ? Bit 0 Match ?Bit 0 Match ?

Slave Sends Bit 63

Master Sends Bit 63Master Sends Bit 63

Slave Sends Bit 23

Master Sends Bit 23Master Sends Bit 23

Bit 63 Match ?Bit 63 Match ? Bit 23 Match ?Bit 23 Match ?

Slave Sends Bit 0

Slave Sends Bit 63

No No

No No No No

No No No No

No

Yes

Master Sends

Function
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7.9.1.4  搜索芯片地址（Search RID , 0xF0） 

主机可通过该命令来发现总线上每颗芯片的 64 位地址。在系统最初启动时，主机可利用该命令确认总线上的

芯片数量。当总线上仅连接单颗芯片时，主机可省略该命令，并通过“跳过芯片地址”命令直接访问芯片。 

 

7.9.1.5  搜索报警芯片地址（Alarm Search RID , 0xEC） 

主机可通过该命令来确认总线上是否存在正处于报警状态的芯片。每次温度转换结束时，如果温度输出大于

高门限，或是小于低门限时，芯片将置位报警标志。此命令采用与“搜索芯片地址”命令相同的通信流程，但只有

报警标志置位的芯片才会对此命令作出响应。如果所有芯片均不处于报警状态，那么主机将从总线上接收到全 1

的无效地址值。 

 

7.9.1.6  匹配自定义地址（Match UID , 0x22） 

此命令与“匹配芯片地址”命令的用法相同，区别为此命令使用 24 位用户自定义地址 UID 来代替 64 位芯片

地址 RID。通常情况下，24 位地址能够表示多达 16.7 万个芯片编号。这一数量足以满足大多数应用场景的需求，

从而有效节省搜索和匹配等流程的时间开销。用户自定义地址 UID 保存于 EEPROM 存储器中，参见表 8。 

 

7.9.1.7  搜索自定义地址（Search UID , 0xF8） 

此命令与“搜索芯片地址”命令的用法相同，区别为此命令使用 24 位自定义地址来代替 64 位芯片地址。 

 

7.9.1.8  搜索报警自定义地址（Alarm Search UID , 0xF4） 

此命令与“搜索报警芯片地址”命令的用法相同，区别为此命令使用 24 位自定义地址来代替 64 位芯片地址。 

 

7.9.2  功能阶段 

图 5 展示了功能阶段的通信流程示意图。在此阶段，主机发送 8 位功能，其后可以是发送数据，读取数据，

亦或是启动温度转换。其中部分功能可通过 Skip RID（0xCC）命令，以广播形式发送给总线上的所有芯片，例如

启动所有芯片的温度转换。但对于涉及读取数据的功能，主机必须通过 Match RID（0x55）或 Match UID（0x22）

命令选定一颗芯片后以单播形式发送，否则可能导致总线冲突。GX1833E 共支持 6 种功能。各功能的执行时间如

表 12 所示，主机应留出足够的裕量，以确保功能执行完成，从而避免通信流程发生错误。 
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图 5. 功能阶段的通信流程示意图 

 

表 12. 功能执行时间 

符号 参数 典型 最大 单位 

t CONV 温度转换时间   35 
(1)   40 

(1) ms 

t LOAD EEPROM 加载时间 4 5 ms 

t ERS EEPROM 擦除时间 125 150 ms 

t PGM EEPROM 编程时间 125 150 ms 

注：（1）当前取值为无平均下的时间。若开启多次平均，需对应乘倍。 

 

7.9.2.1  启动温度转换（Convert , 0x44） 

主机可通过发送此功能来启动一次温度转换。芯片会在转换结束后将测温结果更新至温度寄存器中。 

 

7.9.2.2  软复位（Soft Reset , 0xB8） 

该功能的效果等同于芯片上电复位。此时芯片会自动完成对数据页 7 的加载，将保存于 EEPROM 中的备份

数据刷新至缓存区中。同时，自上一次上电或软复位后，新设置的擦写保护也会从此刻开始生效。  

Master Sends

Function

Yes

Yes YesYesYes

Convert ? Soft Reset ? Read Buffer ?

No

Yes

Read Memory ? Erase Memory ?

Wait t CONV Wait t LOAD

Slave Sends CRC

Wait t LOAD Protected ?

Yes

No

Slave Sends Byte 0

Slave Sends Byte 7

No
Write Memory ?

Protected ?

Master Sends

Memory Address

Slave Sends CRC

Slave Sends Byte 0

Slave Sends Byte 7

No No No No

Master Sends

Memory Address

Master Sends

Memory Address

Slave Sends CRC

Master Sends Byte 0

Master Sends Byte 7

Master Sends ACK

Wait t PGMWait t ERS

No

Yes

Back to Start
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7.9.2.3  读取缓存区（Read Buffer , 0xBE） 

该功能允许主机读取缓存区数据。如表 5 所示，缓存区由 8 字节的寄存器数据和 1 字节的 CRC 校验码组成。

数据传输开始于字节 0 的最低位，结束于字节 8 的最高位。其中字节 8 为校验码，基于字节 0 至字节 7 计算得到。

如果仅需读取部分数据，主机可以随机发起总线复位操作来终止读取。 

 

7.9.2.4  读取存储器（Read Memory , 0xF0） 

该功能允许主机直接读取 EEPROM 存储器数据。如表 7 所示，存储器访问以数据块（8 字节）为单位。主机

首先发送一个字节的存储地址来指定期望读取的数据块。随后，芯片将花费 t LOAD 时间完成加载，并逐字节发送。

数据传输开始于字节 0 的最低位，结束于字节 8 的最高位。其中字节 8 为校验码，基于字节 0 至字节 7 计算得到。

如果仅需读取部分数据，主机可以随机发起总线复位操作来终止读取。 

数据传输完成后，芯片会自动增大存储地址，随后花费 t LOAD 时间完成对相邻数据块的加载，并逐字节发送，

依次循环往复。借助该特性，主机可以在一次通信中读取整个 2kb 存储空间。 

 

7.9.2.5  擦除存储器（Erase Memory , 0xC1） 

该功能允许主机将存储器中的特定数据块擦除为 (0x00)*8 。主机首先发送一个字节的存储地址来指定期望擦

除的数据块。芯片会自动检查该存储地址是否存在擦写保护。如果是，那么芯片会立即结束本轮通信。否则，芯片

将花费 t ERS时间完成擦除，再结束本轮通信。 

 

7.9.2.6  编程存储器（Write Memory , 0xC5） 

该功能允许主机将存储器中的特定数据块编程为目标值。主机首先发送一个字节的存储地址来指定期望编程

的数据块。芯片会自动检查该存储地址是否存在擦写保护。如果是，那么芯片会立即结束本轮通信。否则，主机需

继续发送八个字节的目标值，开始于字节 0 的最低位，结束于字节 7 的最高位。芯片会返回一个字节的 CRC 校验

码，基于存储地址和字节 0 至字节 7 计算得到。主机应当采用相同规则计算得到校验码，并与接收到的校验码相

比对，从而确保数据的完整性。如果主机确认无误，那么需要发送一个字节的确认码（0xA5）。随后，芯片将花费

t PGM 时间完成编程。主机可以继续发送存储地址和目标值，并重复上述流程，以完成对其他任意数据块的编程。借

助该特性，主机可以在一次通信中编程整个 2kb 存储空间。 

需要注意的是：对于已完成编程的数据块，必须先执行擦除，才能重新编程。 

 

7.10 校验原理 

GX1833E 通过循环冗余校验（CRC）来确保数据的完整性。其计算规则如表 13 所示，生成器如图 6 所示。
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该电路由移位寄存器和异或门组成，其中移位寄存器的初始状态设置为 0x00。输入数据从最低有效位开始，逐位

移入移位寄存器中。当输入数据全部移入后，此时移位寄存器中的值即为校验码。 

表 13. 校验码计算规则 

规则项 属性 

校验宽度 8-bit 

生成多项式 x8 + x5 + x4 + 1 

初始预设值 0x00 

结果异或值 0x00 

输入数据反转 否 

输出输出反转 否 

 

图 6. 校验码生成器的简化示意图 

  

MSB LSB

Input Data

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0

XOR

XOR

XOR
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8  具体应用 

注    意 

以下内容为中科银河芯推荐的 GX1833E 在实际应用中的注意事项，中科银河芯对其准确性或完整性不做任

何承诺。客户在参照以下内容使用 GX1833E 时，应根据自身的使用需求和应用场景，提前评估采用的相关组件是

否合乎目标用途，测试并验证所搭建系统功能的正确性，以避免造成损失。 

8.1 供电建议 

GX1833E 典型连接如图 7 所示，芯片 VDD 引脚必须跟主机和上拉电阻连接至同一电源轨下，否则可能导致

通信失败。上拉电阻取值可以根据通信速率和总线负载情况在 1kΩ 至 10kΩ 范围内调整。 

GX1833E 可以通过在 VDD 引脚连接 1nF 储能电容来改造成总线供电连接，如图 8 所示。总线为逻辑高时，

GX1833E 从总线上“窃取”电流，并为内部模块供电。总线为逻辑低时，GX1833E 使用储能电容中保存的电荷

为内部模块供电，并通过片内集成的二极管来确保通信过程中电容电荷不会反向泄漏。但对于擦除和编程存储器

这类大功率操作，主机必须提前开启强上拉电路（可使用 PMOS 管实现），以避免芯片因供电不足而掉电复位。 

  

图 7. 电源供电的连接示意图 图 8. 总线供电的连接示意图 

8.2 布局建议 

GX1833E 应当尽量远离高速数字总线、线圈元件和无线天线等噪声源。中科银河芯建议在电源引脚和地引脚

之间放置一个低 ESR 的陶瓷电容，用以滤除电源噪声。该电容需要尽可能靠近电源引脚，推荐取值为 0.1uF。对

于严重噪声环境，中科银河芯建议使用多个不同容值并联，例如 1uF+0.1uF+0.01uF 等，从而滤除多个频率范围

的数字噪声。 

GX1833E 应当尽量靠近被监测的热源，并采用适当的布局以实现良好的热耦合，确保在最短的时间间隔内捕

获到温度变化。GX1833E 的静态功耗极低，因为功耗而产生的自热可以忽略不计。 
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GND

DQGPIO

GND
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4.7k 0.1uF

GX1833E

VDD

GND

DQGPIO

GND

VDD

4.7k 1nF
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Pullup
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9  封装信息 

9.1  TO-92 
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9.2  TO-92S 
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10  订购信息 

订购编号 芯片型号 封装形式 标准包装数量 备注 

GX1833E-Bu GX1833E TO-92 2000 散包 

GX1833ES-Bu GX1833ES TO-92S 2000 散包 

 

http://www.galaxy-cas.com/

	1  基本性能
	2  应用场景
	3  芯片概述
	4  版本更新信息
	5  引脚配置和功能
	6  技术指标
	6.1  极限工作指标
	6.2  静电保护
	6.3  建议使用范围
	6.4  电学特性
	6.5  存储特性

	7  详细说明
	7.1  温度输出
	7.2  温度偏移
	7.3  温度报警
	7.4  温度平均
	7.5  缓存区映射
	7.6  存储器映射
	7.7  芯片地址
	7.7.1  标准地址（64 位 RID）
	7.7.2  自定义地址（24位 UID）

	7.8  位通信
	7.8.1  写操作
	7.8.2  读操作
	7.8.3  复位操作

	7.9  通信流程
	7.9.1  寻址阶段
	7.9.1.1  跳过芯片地址（Skip RID , 0xCC）
	7.9.1.2  读取芯片地址（Read RID , 0x33）
	7.9.1.3  匹配芯片地址（Match RID , 0x55）
	7.9.1.4  搜索芯片地址（Search RID , 0xF0）
	7.9.1.5  搜索报警芯片地址（Alarm Search RID , 0xEC）
	7.9.1.6  匹配自定义地址（Match UID , 0x22）
	7.9.1.7  搜索自定义地址（Search UID , 0xF8）
	7.9.1.8  搜索报警自定义地址（Alarm Search UID , 0xF4）

	7.9.2  功能阶段
	7.9.2.1  启动温度转换（Convert , 0x44）
	7.9.2.2  软复位（Soft Reset , 0xB8）
	7.9.2.3  读取缓存区（Read Buffer , 0xBE）
	7.9.2.4  读取存储器（Read Memory , 0xF0）
	7.9.2.5  擦除存储器（Erase Memory , 0xC1）
	7.9.2.6  编程存储器（Write Memory , 0xC5）


	7.10 校验原理

	8  具体应用
	8.1 供电建议
	8.2 布局建议

	9  封装信息
	9.1  TO-92
	9.2  TO-92S

	10  订购信息

